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بنابراین  مي توان با جابه جایی ش��اخه موازی )مدار 
معادل هسته( مطابق شکل )26( به طرف ورودی ، مدار 

معادل را بطور محسوسی ساده کرد.
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شکل 26-  جابه جای شاخه موازی )مدار معادل هسته( 

به طرف ورودی

در اینص��ورت ب��ا س��ری ش��دن مقاومته��ای اهمی و 
راکتان��س پراکندگی طرف اولی��ه وثانویه و با توجه به 
رواب��ط Re=R1+R'2  و  Xe=X1+X'2  مدار معادل تقریبی 

ش��کل )27( بدس��ت می آید.
در ای��ن تقریب از تاثیر جریان تحریک در ایجاد افت 

ولتاژ در امپدانس سیم پیچ اولیه صرفنظر شده است. 
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 شکل 27- مدار معادل واقعی ترانسفورماتور با 

احتساب تقریب اول
تقریب دوم

با اس��تدلالی مش��ابه آنچه در تقریب اول گفته ش��د  
مي توان  شاخه موازی را به طرف خروجی جابه جا کرد. 
س��پس مقاومتهای اهمی و راکتان��س پراکندگی طرف 
اولی��ه وثانویه س��ری را با توجه به رواب��ط Re=R1+R'2  و  
Xe=X1+X'2 ساده نموده و مدار معادل تقریبی شکل )28( 

را بدست آورد.

در این تقریب، اثر جریان تحریک در ایجاد افت ولتاژ 
سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور در نظر گرفته  مي شود.
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 شکل 28- مدار معادل واقعی ترانسفورماتور با 
احتساب تقریب دوم

تقریب سوم

هنگامیکه ترانس��فورماتور زیر بار باشد و بیش از نصف 
جریان نامی از آن بارگیری ش��ود  مي ت��وان از اثر جریان 
تحریک ترانسفورماتور)جریان بي باري I0 ( در مقابل جریان 
اولیه صرفنظر کرد. پس مدار معادل به شکل )29( تبدیل  

مي شود.
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 شکل 29- مدار معادل واقعی ترانسفورماتور

 با احتساب تقریب سوم

تقریب چهارم

 در ترانس��فورماتور ه��ای قدرتی که ت��وان آنها از 1 
MVA بیشتر باش��د مقدار راکتانس معادل سیم پیچ ها 

خیلی بزرگت��ر از مقاومت اهم��ی آن��ها است. به عبارتی  




